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СТРУКТУРНА ДОСКОНАЛІСТЬ БЕЗДИСЛОКАЦІЙНИХ 
НЕЛЕГОВАНИХ ОБ'ЄМНИХ МОНОКРИСТАЛІВ Si, 

ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПІДКЛАДИНОК ПРИ ЕПІТАКСІЙНОМУ 
ВИРОЩУВАННІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОСТРУКТУР 

У статті зосереджується увага на аналізі реальних умов, які виникають на межі підкладинки 
й епітаксійно нарощуваного шару. Аналіз проводиться з урахуванням того, що підкладинки, при
готовлені навіть з найкраще освоєних матеріалів, до яких, безумовно, можна віднести об'ємні, 
бездислокаційні й нелеговані зонновирощені (FZ) монокристали кремнію, неминуче мають у своєму 
об'ємі мікродефекти різної природи. Технологічні проблеми, що виникають при епітаксійному наро
щуванні моно- чи гетерошару на підкладинку, noв'язані з тим, що об 'ємні мікродефекти підкладинки 
мають розміри в межах від одиниць до сотень нанометрів і їх слід (проекція) виходить, природно, 
на актуальну для епітаксії поверхню, яка розділяє підкладинку з епітаксійно нарощуваним шаром. 
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SINGLE CRYSTALS USED AS SUBSTRATES FOR EPITAXIAL GROWTH OF 

SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES 

This report is devoted to the analysis of real conditions which exist at the boundary of a substrate and 
epitaxial grown films. The analysis is made taking into account the fact that substrates prepared from the 
best quality material, namely FZSi single crystals, have various microdefects of different nature inside their 
volume. Technological problems arising at the epitaxial growth of homo- or heterolayers on a substrate 
are caused by the existence of microdefects inside the bulk of the substrate with their dimensions lying in 
the range from few units to several hundreds of nm and their projections emerging from the bulk onto the 
surface which is actual for the epitaxy and which departs the substrate and epitaxial grown layer. 
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РУХЛИВІСТЬ НОСІЇВ СТРУМУ В ГЕРМАНІЇ, 
ЛЕГОВАНОМУ ОЛОВОМ 

Досліджувалась температурна залежність холівської рухливості електронів у германії, легова
ному оловом, в концентрації 1019-1020 см

 3
. Головною причиною зменшення рухливості є розсіюван

ня носіїв на флуктуаціях розподілу олова. В рамках дифузійного наближення пояснені особливості 
температурної залежності рухливості, наведено оцінку масштабу флуктуацій у розподілі олова по 
об'єму зразка. 


